
レポート課題 電子回路 

問 1、問 3、問 6は全員必修です。それ以外の問題は、各個人によって違います。 

グループでレポートを提出するのではありません。必ず各自レポートを提出してください。 

自分の名前の書かれた問題を解答してください。（電子回路の課題問題） 

（問 1、問３、問 6は全員が解答します。この問題に関しては計算式は書かなくても 

 いいです。これ以外の問題の解答には必ず計算式や答えの根拠を書いて下さい。） 

問 1  全員 

問 2  宮下 力   BUI HUU DANG  

問 3  全員 

問 4  NGUYEN DA LOI   渡邊 龍翔 

問 5  NGUYEN BUI TUAN   HOANG VAN HOC 

問 6  全員 

問 7  NGUYEN TRONG QUYEN  田中 大貴 

問 8  NGUYEN TIEN DAT   VU DUC CANH 

問 9  PHONG TRUC LINH   PHAM THI KIM TAI 

問 10 守時 秀哉 NGUYEN SANH THANH NHAN 

問 11  金 志敏    朴 志晟   

問 12 満沢 幹生   上原 玲翔    

問 13 片山 浩明  LUONG NGOC THANH DAT 

問 14  LE DINH THIEN   竹中 彰 

 

以下のページに各問題があります。↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問４ 

図に示すエミッタ接地トランジスタ(Tr)増幅回路において、コレクタ電流 IC 及び電圧増幅

度の大きさ A =|Vo/Vi| の値の組合せとして、正 しいものを下の番号から選べ。ただし、

Tr の h 定数を表の値とし、ベース-エミッタ間電圧 VBE を 0.6〔V〕とする。また、出力

アドミタンス hoe、 電圧帰還率 hre 及び静電容量 C1、C2〔F〕の影響は無視するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問５ 

図に示すトランジスタ(Tr)回路のコレクタ-エミッタ間電圧 VCE の値として、正しいものを

下の番号から選べ。ただし、Tr の直流電流増幅率 hFEを 200、ベース-エミッタ間電圧 VBE

を 0.6〔V〕とする。 

 

 

 

問６ 次の記述は、トランジスタ(Tr)の h 定数について述べたものである。このうち誤 

っているものを下の番号から選べ。ただし、トランジスタは、 図に示すようにエ 

ミッタ接地とし、Δ はそれぞれの電圧及び電流の変化分を表す。 

 

 

 

 



 

問７ 

次の記述は、図 1 に示すトランジスタ（Tr）増幅回路について述べたものである。  

内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号 から選べ。ただし、コレクタ-エミッタ 

間のバイアス電圧 VCEは、VCE = 4.5〔V〕とする。また、静電容量 C1、C2〔Ｆ〕及 

び Tr の出力アドミタンス hoeの影響は無視するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問８ 図 1 に示す回路において、トランジスタ(Tr)の電圧-電流特性を求めたところ、図 2  

に示すような結果が得られた。Tr の VCE = 6〔V〕、 IC = 3〔mA〕におけるエミッ 

タ接地電流増幅率 hfe の値として、最も近いものを下の番号から選べ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問９ 図に示す回路において、トランジスタ(Tr)の電圧-電流特性を求めたとき、表のよう 

な結果が得られた。Tr の IC = 3.0〔mA〕、VCE = 6〔V〕 におけるエミッタ接地 

電流増幅率 hfe の値として、最も近いものを下の番号から選べ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１０ 次の記述は、図に示すトランジスタ(Tr)増幅回路について述べたものである。 

    内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から 選べ。ただし、トランジスタ 

の h 定数のうち入力インピーダンスを hie〔Ω〕、電流増幅率を hfeとする。 

また、抵抗 R1〔Ω〕、静電容量 C1及び C2〔F〕の影響は無視するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１１ 図 1 に示すトランジスタ(Tr)回路で、コレクタ電流 ICが 4.95〔mA〕変化したと 

きのエミッタ電流 IEの変化が 5.00〔mA〕であった。同じ Tr を 用いて図 2 の 

回路を作り、ベース電流 IBを 20〔μA〕変化させたときのコレクタ電流 IC〔mA〕

の変化の値として、最も近いものを下の番号か ら選べ。ただし、トランジスタの 

電極間の電圧は、図 1 及び図 2 で同じ値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１２ 次の記述は、図に示すトランジスタ(Tr)増幅回路について述べたものである。  

内に入れるべき最も近い値の組合せを下の番号 から選べ。ただし、Tr の h 定数 

のうち入力インピーダンス hie を 4〔kΩ〕、電流増幅率 hfe を 200 とする。 

また、入力電圧 Vi〔V〕の信号源の 内部抵抗を零とし、静電容量 C1、C2〔F〕 

及び抵抗 R1〔Ω〕の影響は無視するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問１３ 次の記述は、図に示すエミッタホロワ増幅回路について述べたものである。  

内に入れるべき字句を下の番号から選べ。ただし、 トランジスタ(Tr)の h 定数 

のうち入力インピーダンスを hie、電流増幅率を hfe とし、また、静電容量 C1、

C2〔F〕、入力電圧源の内部抵抗及 び抵抗 R1 の影響は無視するものとする。 

（ヒント：ｈパラメータ等価回路を書きなさい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１４ 図に示すトランジスタ（Tｒ）の自己バイアス回路において、コレクタ電流 ICを  

2〔mA〕にするためのベース電流 IBと抵抗 RＢの値の組合せ として、最も近い 

ものを下の番号から選べ。ただし、Tｒのエミッタ接地直流電流増幅率 hFE を 

 200、回路のベース-エミッタ間電圧 VBE を 0.6〔V〕とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


